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第1卷


一.参考题库(共25题)
1.分析常见的LED电视、LED显示和真LED电视的区别，哪一种显示是大多数厂商极力推出的产品？

2.简述晶体与非晶材料在导电上的差别？

3.彩色电视传送色差信号比直接传送基色信号有什么优越性？

4.简述采用9次光刻的多晶硅薄膜晶体管的工艺流程技术关键。

5.简述偏光式3D技术的原理。

6.液晶显示器彩色显示实现方案如何？

7.简述单像素双畴FFS模式的实现的原理。

8.简述存储电容的作用。

9.简述ACF的作用。

10.简述自对准结构的优点。

11.荧光粉厚度对显示性能的影响是什么？
（图片大小可任意调节）


12.简述FED和CRT的区别。

13.简述VFD的局限性及发展。

14.描述第一个液晶显示器采用的显示原理。

15.举例说明PECVD成膜的使用的气体及反应方程。

16.在一个演出的场合需要使用200英寸以上的显示器，你选择哪种显示器？为什么？ 选

17.简述背沟道刻蚀型结构的优缺点。

18.简述干法刻蚀的物理作用和化学作用。

19.简述底发射型OLED的优点。

20.简述有机发光二极管限制发光效率的因素以及提高效率的办法。

21.简述能量转移再复合发光的优点。

22.简述偏移结构的制作过程。

23.简述微晶硅薄膜晶体管中非晶硅薄膜上面有一层金属薄膜Mo的作用，以及工艺中需要采用的特殊技术？

24.简述采用8次光刻的多晶硅薄膜晶体管的工艺流程与非晶硅薄膜晶体管的不同。

25.简述彩色显示的原理。


第2卷


一.参考题库(共25题)
1.OLED如何实现彩色显示？

2.简述液晶显示器闪烁形成的原因。
（图片大小可任意调节）


3.简述电子纸的显示原理。

4.简述AMOLED和PMOLED的区别。

5.试画出9次光刻的多晶硅薄膜晶体管的等效电路图。

6.传统的液晶注入方式的工艺流程。

7.简述聚焦型FED的结构特点和性能优点。

8.简述低温多晶硅薄膜晶体管特点。

9.简述彩膜的基本结构及各部分的作用。

10.用对比的方法描述ODF与传统液晶注入方式主要的差别。

11.简述LED和OLED电致发光的发光原理的区别。

12.简述a-Si：H TFT驱动OLED面临的困难，实现a-Si：H TFT驱动的解决办法？

13.主导TFT器件工作的半导体现象是什么？它的物理意义和主要影响参数？为提高TFT器件在液晶显示器中的开关作用，从半导体的角度应该提高什么，降低什么？

14.简述取向工艺的作用。

15.描述彩色光的3个基本参量是什么？各是什么含义？

16.举例说明各向同性和各向异性刻蚀的特点。

17.简述微腔结构的工作原理，如何设计微腔的光学长度，及如何控制光波的振动模数？

18.简述有机发光显示的特点。

19.简述PDP显示的面板结构。

20.什么是多点触控技术？简述多点触控技术的特点。

21.述5次光刻中第5次像素电极光刻形成的ITO的作用。

22.简述液晶的种类。

（图片大小可任意调节）

23.简述PDP显示面临的问题？适合应用在哪些领域？

24.试分析背沟道刻蚀型的5次光刻中过孔的工艺难点。

25.简述COF工艺特点。


第3卷


一.参考题库(共25题)
1.如何提高开口率？并举例说明。

2.简述低温多晶硅薄膜晶体管组成的CMOS驱动电路的优点。

3.从电导率的角度思考，如何能制作出高性能的薄膜晶体管？提高载流子浓度可以吗？

4.简述沟道切断的作用。

5.简述SLS技术、SGS技术、SPC技术的优缺点。

6.简述视角产生的原因。

7.简述有源矩阵的驱动原理。

8.描述采用ODF工艺的制屏工艺流程。

9.简述TN型液晶显示器的显示原理。

10.简述非晶硅薄膜晶体管的工作原理。

11.简述分子轨道理论。

12.简述FED与CRT显示原理的异、同点。

13.简述三种彩色电视制式的特点和差异。

（图片大小可任意调节）

14.简述TFT在液晶显示器中的作用。

15.简述低温多晶硅技术的挑战。

16.简述液晶材料的物理性质对显示性能的影响。

17.简述PECVD设备的特点。

18.举例说明广视角技术的设计原则。

19.简述激光转移技术的工艺流程。

20.简述有机材料的光致发光的过程。

21.简述彩膜的工艺流程。

22.为什么说AC-PDP具有存储特性？存储特性对图象显示有什么好处？

23.触摸屏为什么是一种绝对定位系统？

24.以ITO阳极-空穴传输层-发光层-电子传输层-金属阴极结构OLED为例说明每一功能层的作用，并简述其工作原理。

25.简述薄膜晶体管沟道上面的金属层M3有两种作用。



第1卷参考答案


一.参考题库
1.正确答案:LED电视：实质上还是液晶显示器的一种，与传统的CCFL背光源的液晶电视相比仅仅是背光源种类的不同。
	LED显示：是一种将数个小LED点阵拼接排列组合起来的显示系统。
	真LED电视：每个像素都由RGB三种颜色的LED自发光体组成，一个个做到像素级大小的LED点阵式电视，是完全不同于液晶显示器的一种真LED电视，又叫作晶体LED显示。
	大多数厂商极力推出的产品是采用了LED背光源的液晶电视，即常说的LED电视。

（图片大小可任意调节）

2.正确答案:非晶硅材料的特点决定了非晶硅在载流子导电上与单晶硅不同。
	1）非晶硅中费米能级通常是“钉扎”在带隙中，不随掺杂而变化，也基本上不随温度变化；
	2）非晶硅的迁移率比单晶硅低2~3个数量级；
	3）非晶硅在氢化后，禁带宽度将随着氢化程度的不同可在1.2~1.8eV之间变化，而单晶硅具有确定的禁带宽度；
	4）非晶硅存在扩展态、带尾局域态、带隙中的缺陷态，这些状态中的电子都可能对导电有贡献；
	5）非晶硅的光吸收边有很长的拖尾，而单晶硅的光吸收边很陡。

3.正确答案:[image: ]

4.正确答案:1）第一次光刻有源岛；
	2）第二次光刻栅极；
	3）第三次光刻n-区和n+区掺杂；
	4）第四次光刻p+区掺杂；
	5）第五次光刻过孔及第六次光刻源漏电极；
	6）第七次光刻金属M3层和第八次光刻过孔
	7）第九次光刻像素电极。
	技术关键是第三次光刻采用SiNx等材料作为沟道保护层，而在顶栅结构中用栅极图形自对准掩膜部分阻挡掺杂。首先利用涂胶曝光显影后形成光刻胶的图形。光刻胶的图形覆盖n沟道TFT的沟道区域和Los区、驱动部分p沟道TFT的有源岛区域。用磷烷（PH3）通过离子掺杂（或离子注入）掺入磷P，除光刻胶覆盖区域外形成了磷掺杂区域，掺杂浓度为1017~1018cm-3，为轻掺杂的电子导电的n-区。去胶后用栅极做掩膜，再进行磷掺杂。有源岛的Los区域轻掺杂了磷，而有源岛的源区和漏区第二次掺杂磷后，形成重掺杂区，掺杂浓度变为1020~1021cm-3。有源岛形成了三种状态，重掺杂的电子导电区n+区、部分轻掺杂的n-区和未掺杂的多晶硅沟道区。轻掺杂的n-区主要用于形成LDD结构的Los区。重掺杂的n+区主要用于作n沟道TFT的源区和漏区。

5.正确答案:偏光式3D利用光线具有“振动方向”的性质，在显示器屏幕上加放偏光片，将振动方向分解为垂直方向的偏振光和水平方向的偏振光，两只眼睛配带的眼镜也采用不同偏振方向的偏振镜片，从而使人的左右两只眼睛接收到两组不同的画面，传输到视觉中枢整合给人以3D立体感。
（图片大小可任意调节）


6.正确答案:光线通过后经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光，最后通过上偏光片，并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强，以形成不同的色彩。

7.正确答案:双畴的FFS结构中，共用电极线在中间，把像素电极分成上下两部分。条形电极的方向不同，分别与信号线成一定的角度。表面取向层的摩擦方向，平行信号线方向。不加电压下，液晶分子沿摩擦方向排列。加电压后，正性液晶分子平行电场方向排列。像素电极上部分的液晶分子顺时针旋转，像素电极下部分的液晶分子逆时针旋转。两个方向旋转的液晶分子形成了两个不同的畴。

8.正确答案:存储电容在有源矩阵液晶显示中有两个作用：
	1）维持液晶像素保持一帧的时间；
	2）减少和消除图像闪烁。

9.正确答案:ACF是各向异性导电胶膜，将ACF粘贴在要导通的电极和电极之间，在适当的压力、温度、时间下聚合物树脂开始流动，导电粒子则夹在组件电极与电极之间起导通的作用，相邻的电极之间无法接触绝缘不导通。

10.正确答案:优点是：1）利用自对准技术减少了光刻次数，可以降低成本；
	2）能够有效避免栅源和栅漏的交叠面积，提高对准精度，减小寄生电容。

11.正确答案:一般为2-3层，4-9um，荧光粉呈弱电性。

12.正确答案:1）FED是阵列型发生源，是一个面矩阵，有数十万个主动发光的尖锥阴极阵列。CRT只有一个电子束，或者彩色显示有3个电子束。
	2）FED采用微尖型阵列平面电场作用下的冷阴极发射。CRT是利用电子枪的热电子发射。
	3）FED的荧光点到阴极的距离小于3mm，是平板显示。CRT由于使用热电子抢，为了是电子束获得足够的偏离和扫描，必须有一定距离才能打到荧光屏上，体积又大又厚又重。

13.正确答案:VFD由于工作电压低限制了某些性能。
	1）彩色化的限制。由于驱动电压低，大部分材料在20V左右不能发光，材料局限导致彩色化困难；
	2）阴极功耗大。阳极的电流是由阴极提供的，阳极电流越大，所需要的阴极功耗也越大。而且阴极必须一直加电压，功耗很大；
	3）分辨率受限。VFD的栅极在器件中是架空的，不可能制作太高的分辨率。
	由于以上缺陷的限制，VFD主要应用在对功耗要求不大的小屏幕设备，如音视设备、微波炉等家用电器和电子称、仪器仪表中。


（图片大小可任意调节）

14.正确答案:动态散射效应显示原理：在液晶材料上施加电场，外加电场直接对液晶分子作用，使液晶分子长轴按照电场相应地排列，如n型液晶垂直电场方向有序排列；液晶中微量杂质的带电粒子受电场作用后分别向两极移动，使离子所过之处液晶分子受到离子冲击而转动，破坏液晶分子的有序排列；电场继续增加，液晶分子处于不断摇摆状态，发生紊乱，造成液晶屏各部分折射率分布的不均匀。有光通过液晶屏，入射光会被散射掉。

15.正确答案:PECVD制备a-Si：H薄膜的，使用的气体是SiH4、H2，成膜温度大约为315℃，反应方程为：
	[image: ]

16.正确答案:择发光二极管显示器。因为发光二极管显示器是采用无数个小发光二极管拼接组成的显示器。不受组装数量的限制，适合于大型、户外显。

17.正确答案:优点是光刻次数少，材料成本低，工艺节拍短；缺点是刻蚀选择比小，a-Si：H层相应要做得厚些，一般为1500~2000Å，工艺难度大，厚度控制要求严格。

18.正确答案:物理作用的刻蚀类似于溅射成膜的原理，利用惰性气体的辉光放电产生带正电的离子，在电场作用下加速吸引到下电极上面的基板上，轰击刻蚀薄膜的表面，将薄膜原子轰击出来的过程。常用的惰性气体有氦气（He）、氩气（Ar）等。作用过程完全利用物理上能量的转移进行的，具有很强的刻蚀方向性，可以获得高的各向异性刻蚀断面，线宽控制非常好。
	化学作用的刻蚀是一种纯粹的化学反应，利用各种源如射频、微波等，将气体电离产生化学活性极强的原子团、分子团等，扩散到刻蚀薄膜的表面与薄膜发生化学反应，生产易挥发的反应生成物，由真空泵抽离真空反应室。由于只有化学反应发生称之为化学反应刻蚀，类似于湿法刻蚀。只是反应物和生成物都是气态的，且由反应物的等离子体决定刻蚀速率。

19.正确答案:优点是：
	1）阴极可以采用蒸镀的金属电极，器件性能好；
	2）工艺简单，比较容易产业化。

20.正确答案:限制发光效率的因素：1）单重激发态的自旋方向与基态相同，从单重激发态回到基态复合容易，寿命短。三重激发态的自旋方向与基态相反，向基态的跃迁属于自旋禁戒的，只能衰减，寿命较长。单重激发态的激子跃迁发射荧光更容易；
	2）处于激发态的激子也可以通过其他非辐射复合的方式释放能量，如内转换、外转换、系间跨越等，显然降低了有机发光的效率；
	3）在电致激发中，单重激发态的激子只有25%，理论上发射荧光的最大量子效率为25％。实际上，由于存在各种非辐射衰减，OLED荧光外量子效率一般都远远低于25％。
	提高OLED发光效率的方法：1）改善器件的结构和制备技术；
	2）优化电极材料、发光材料、载流子传输材料；
	3）选择能级匹配的材料；
（图片大小可任意调节）

	4）研究三重激发态磷光的利用率。

21.正确答案:1）可以得到红、蓝、绿三色的OLED器件，也可以实现OLED的全彩色化显示；
	2）将能量转移给荧光效率更强的客体发光材料，可以增加整个OLED器件的发光效率；
	3）通过选择合适的客体材料，可以增加OLED器件的寿命。

22.正确答案:制作过程为：
	1）光刻刻蚀栅极，保留栅极上面的光刻胶；
	2）利用带着光刻胶的栅极图形做掩膜对源区和漏区的低温多晶硅进行自对准重掺杂；
	3）在光刻胶的保护下对栅极进行再刻蚀。栅极金属的侧面没有保护会有一定程度的刻蚀称为侧蚀，从左右两侧开始侧蚀，栅极图形变小，小于沟道的低温多晶硅区，形成源区、漏区附近的一段没有重掺杂的Los区域，阻抗很高，可以减小关态电流，但开态电流也跟着减小。

23.正确答案:金属Mo薄膜起到光热转换的作用，使薄膜晶化为微晶硅薄膜。晶化后进行金属MO层的光刻形成源漏电极。
	制作工艺流程是先进行有源岛位置处的Mo岛和Mo栅线的光刻，再溅射AlNd金属及光刻AlNd栅线。保证了金属线的低电阻率，又可以获得稳定、高结晶度的微晶硅薄膜，还能降低缺陷提高成品率。

24.正确答案:8次光刻的多晶硅薄膜晶体管增加了CMOS驱动电路部分由p沟道TFT和n沟道TFT的制作工艺。工艺流程：
	栅极→有源岛→n-区和n+区掺杂→p+区掺杂→过孔→源漏电极→钝化层→ITO像素电极
	5次光刻的非晶硅薄膜晶体管的工艺流程：
	栅极→a-Si：H有源岛→源漏电极、n+a-Si沟道切断→SiNx保护膜、过孔→ITO像素电极

25.正确答案:液晶显示器利用红、绿、蓝三色彩膜的加法混色法获得各种色彩。背光源的白光射入液晶层，通过不同程度地控制每个像素上液晶分子的扭曲，照射到彩膜上红、绿、蓝三基色染料的光不同程度地通过，形成不同颜色的光在人眼混合形成彩色图像。


第2卷参考答案


（图片大小可任意调节）

一.参考题库
1.正确答案:[image: ]

2.正确答案:液晶中慢态离子在长时间高于50mV以上的直流驱动下，引起离子的产生和移动。离子可以聚在取向层中，引起一个补偿电压，在施加的直流驱动去除后，离子导致的补偿电压还会持续很久，引起残像。

3.正确答案:1）当在下电极板上施加一个正电场时，微胶囊内的带电微粒受到电场的作用，带正电的白色微粒向上移动到微胶囊的顶部，显示白色；带负电黑色微粒在电场作用下向微胶囊底部移动，使人观察不到黑色。
	2）当在下电极板上施加一个负电场时，微胶囊内带正电的白色微粒向下运动到底部，白色消失，而带负电黑色微粒向上运动到微胶囊顶部，显示黑色。
	3）当一个微胶囊施加适当的正电场和负电场时，就可以显示多级灰度。改变电场就可以显示出相应的文字或图像。

4.正确答案:PMOLED也存在类似无源矩阵液晶显示的交叉串扰现象。在选通像素发光时，相邻像素也会有不同程度发光的现象。OLED本身是电流发光器件，存在电极的电阻率、电极间的漏电、分布式电容。非选通像素上的等效电容和电极间的漏电，会引起脉冲信号在电极间的串扰，导致交叉串扰现象，显示图像失真。PMOLED具有结构简单、成本低的优点，主要用于信息量低的简单显示中。
	AMOLED是采用薄膜晶体管驱动的有机发光显示器，优点是：
	1）同一画面的各个像素是同时发光，发光亮度高、寿命长；
	2）各个像素独立控制，驱动电压也降低，耗电少，适合大面积显示；
	3）避免交叉串扰。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/676234053034010040

（图片大小可任意调节）
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